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Створення нових фотовольтаїчних пристроїв є актуальним напрямком 

сучасної електронної техніки. В цьому контексті перспективним є 
вивчення і застосування органічних напівпровідникових матеріалів для 
створення фотовольтаїчних структур: сонячних елементів, 
електрогенераційних комірок та інших пристроїв електронної техніки. 
Органічні матеріали характеризуються простою технологією формування 
плівок та багатошарових структур на їх основі, крім цього вони дають 
можливість створювати пристрої великої площі та на гнучких підкладках. 
При створенні фотовольтаїчних пристроїв основна увага приділяється 
вибору матеріалу для активного шару. З найбільш відомих є фталоціанін 
нікелю та похідні перилену [1]. Проте пристрої на їх основі показують 
низькі значення параметрів напруги холостого ходу Voc та густини струму 
короткого замикання Jsc. Нами використано органічні матеріали суб-
фталоцианін (SubPc) та похідна перилену - N,N-диметил діімід 
перилентетракарбонова кислота (DiMePTCDІ) як активний шар 
фотовольтаїчного пристрою. Ці матеріали з різним типом провідності 
забезпечують утворення p-n переходів фотовольтаїчних пристроїв. Вони 
володіють порівняно високим значенням рухливості носіїв заряду, що 
забезпечує ефективний перерозподіл генерованих носіїв у структурі. 

 В даній роботі представлено результати досліджень фотовольтаїчних 
властивостей структури ITO/SubPc:DiMePTCDІ/Al та технологію її 
створення. Досліджені світлові та темнові ВАХ, а також імпедансні 
спектри структури ITO/SubPc:DiMePTCD1/Al. Результати досліджень 
підтвердили високу фоточутливість досліджуваної структури, оскільки під 
впливом світла генерується електрична енергія з напругою холостого ходу 
Voc = 1,2 В і густиною струму короткого замикання Jsc = 3мкА/см2. Аналіз 
імпедансних спектрів структури ITO/SubPc:DiMePTCD1/Al показав 
зменшення опору даної структури під дією світла, а як наслідок 
підвищення провідності. 
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